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Semiconductor components based on silicon have been used in a wide
range of applications for some time now. These elemental
semiconductors are now well researched and technologically well
developed. In the meantime the focus has switched to a new group of
materials: ceramic semiconductors based on nitrides are currently the
subject of research due to their optical and electronic characteristics.
They open up new industrial possibilities in the field of photosensors,
as light sources or as electronic components.This collection of review
articles provides a systematic and in-depth overview o
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Mit der vorliegenden Sammlung von Vortragen zum 80. Geburtstag
2009 wird Hans-Dieter Dopmann, emeritierter Professor fur
Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultat der Humboldt-
Universitat zu Berlin und Ehrenmitglied der Deutsch-Bulgarischen
Gesellschaft e.V. geehrt. Hans-Dieter Dopmann hat zahlreiche
wissenschaftliche Abhandlungen zur Geschichte der orthodoxen
Kirchen, so 1996 den Sammelband "Religion und Gesellschaft in
Sudosteuropa" im Auftrag der Sudosteuropa-Gesellschaft, 2006 "Kirche
in Bulgarien von den Anfangen bis zur Gegenwart" und zuletzt 2010
eine umfassende Darstellung "Die orthodoxen Kirchen in Geschichte
und Gegenwart" veroffentlicht. Mehrfach wurde er fur seine
wissenschaftlichen Verdienste geehrt, u.a. 2003 mit dem
Patriarchalkreuz der Rumanischen Orthodoxen Kirche und 2008 mit
dem Bundesverdienstkreuz.


